
長穴形状のビアをレーザー加工にて形成し、銅フィルドめっきを実施。
- 放熱面積を増大し、熱抵抗の低減に寄与。
- デバイスの大電流化、低インダクタンス化に対応。
- ディンプルのない、銅フィルドめっきを実現。

曲げ基板構造により、システムレベルでの省スペース化を実現。
- ポリイミドベースのリジッドフレキ基板と比較して、低コスト化が可能。

After copper plating

Cross Section View

After copper plating

Thank you for visiting the 
AT&S booth. Visit ats.net 

for more information.

Thermal prepreg or 
partial ceramic inlays

Direct connection for 
laser welding with AT&S 
2.5D technology

Electrical isolated to the cooling system

After laser drilling

Top view

要求仕様 AT&S 製造能力

レーザービア幅 70 µm
プリプレグ厚み 35 µm

要求仕様 AT&S 製造能力

曲げ回数 Max. 5 times
曲げ部長さ Min. 4mm (Angle <=90°) 

Min. 10mm (Angle 90~180°)
曲げ部層数 1 or 2 layer

LLV (Linear Laser Via) 技術

セミフレックス基板

部品内蔵基板
車載向け 800V インバーター：SiC デバイス 2 個内蔵（1200V / 160A）
- 部品内蔵技術はレーザービア接続による低ループインダクタンスを実現。 
- 電圧のオーバーシュートを低減し、デバイス内の駆動スペースを拡張。
- 新規基材は200℃を超える動作温度にも対応し、4kV以上の絶縁耐圧にも対応。

Sinter interface

Copper inlay thickness 
scalable based on current 
level

高効率を実現する基板技術


